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[はじめに]Schottky Barrier Source/Drain MOSFET(SB-MOSFET)は、従来の拡散層ソース・ドレインの 
MOSFET と比べ極浅のソース・ドレイン接合が形成可能で短チャネル特性の向上が期待できることな
どから将来の極微細 MOSFET として期待されている。しかしながら SB-MOSFET では、Metal/Si 界面
にできるショットキー障壁により駆動電流が低下する問題があり、障壁高さの低減が求められている。
前回、Er を Si と Ni の界面に挿入する方法で Ni シリサイドの障壁を低減できることを報告した[1]。今
回、更に効果的な条件を探索するとともに、この技術を SB-MOSFET に応用したので報告する。  
[実験方法] 障壁高さ評価実験として、SPM,DHF 処理したバルク n-Si(100)基板(不純物濃度：1×1015cm-3)
上に、スパッタ法で Er を 3.6~12nm 堆積してから Ni(12nm)を堆積し、フォーミングガス(N2:H2=97:3)
雰囲気中 RTA(400℃～700℃、60 秒間)でシリサイド化した。この接合の I－V 特性より障壁高さを求め
た。また、この方法を用いた SB-MOSFET を試作した(Fig.1)。N チャネル MOSFET 用のソース・ド
レイン層上に上記の方法でシリサイド形成し、チャネル端をショットキー接合とする。そして、酸化膜
堆積後、ゲート電極、Al 配線を形成した。 
[結果]Fig.2 にアニール温度 700℃におけるショットキー障壁の Er 挿入膜厚依存性を示す。Er 層厚の増
加で最大 0.22eV の障壁低下を得た。SB-MOSFET の電気特性については当日発表する。  
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Fig.1. Structure of SB-MOSFET.

Fig.2. Schottky barrier height depending on 
thickness of Er interlayer after 700℃
annealing. 
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